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ELŐSZÓ

Az 1962-ben a Mérnöki Továbbképző Intézet kiadásában megjelent "Tranzisztor-
technika" címü jegyzetem első fejezete tartalmazta csirájában ezt az anyagot,
amelyet ma a félvezető eszközök működésének és alkalmazásának bevezetése-
ként, az alapvető fizikai összefüggések szemléletes bemutatása és a további
vizsgálathoz szükséges alapegyenletek összegyüjtése céljából tárgyalni szüksé-
ges. Összeállitásakor az elektromos jellemzéshez elegendően pontos fizikai
értelmezést, a villamosmérnöki igényeket tartottam szem előtt. Tanulmányo-
zása nem követel különösebb előképzettséget, mint a klasszikus és a hullám-
mechanika elemeinek ismeretét. Annak reményében bocsátom utjára, hogy a
jegyzet forgatása hasznos lesz az olvasónak és oly érdeklődésre talál, mint
elődje. Köszönettel tartozom dr. Simonyi Károly egyetemi tanárnak és Kocsis
Miklós villamosmérnöknek, lektoromnak hasznos tanácsaikért, az ábrák Rába
Ferenc villamosmérnök kezemunkáját dicsérik.





1. FÉLVEZETŐ KRISTÁLYOK JELLEMZÉSE

1.1 Bevezetés
1.1.1 Történeti áttekintés

Félvezető anyagok alkalmazásával már a rádiótechnika hőskorában találkoz-
tunk. A közismert kristálydetektor, amelyet a rádiójelek detektálására, je-
Jenlétének észlelésére használtak, volt az első elektrónikus eszköz, amelynek
továbbfejlesztését, tökéletesitését akadályozta a müködésével kapcsolatos fi-
zikai elméletek tökéletlensége, sőt hiánya.

A vákuumdióda, majd a vezérlés elvén müködő teljesitményerősitő esz-
köz: az elektroncső felfedezésével a figyelem más irányba, a vákuumeszközök-
nek és alkalmazásuknak fejlesztése irányába terelődött.

Századunk második negyedét az elektrónika területén a különféle vákuum-
eszközöknek az egyeduralma jellemezte: kialakult a vákuum -elektrónika, a vá-
kuumban elektromos és mágneses tér segitségével mozgatott, munkára fogott
elektron tudományos munkánk és mindennapi életünk hasznos segitőtársává
vált.

A félvezető anyagu dióda akkor került elő a lomtárból, amikor a gyakor-
lati szükségszerüség azt megkivánta. A második világháboruban a mikrohullá-
mok detektálásának feladatát kellett megoldani. Erre a célra a viszonylág nagy
elektrókapacitásu vákuumdióda nem volt alkalmas. Keresni kellett kis kapaci-
tásu detektort, ezt a szilicium kristályból és rátámasztott wolframtüből kiala-
kitott, most már kristálydiódának nevezett, kristálydetektor formájában talál-
ták meg.

A szilicium-dióda működésének tisztázása a háboru utáni évek feladata
maradt. Ehhez a modern fizikának az atom szerkezetéről, a kristályos anya-
gok felépitéséről és viselkedéséről szóló tanitása adta meg az elméleti alapot.
Alakultak ki elméletek, amelyek az egyenirányitó hatás keletkezését a kristály
felszínén lejátszódó folyamatok eredményének tekintették, de a figyelem hama-
rosan a kristály belsejének vizsgálata irányába terelődött.

Számos kutatóintézetben, igy a Bell Laboratóriumban is megindultak a
kisérletek a különféle elméleti meggondolások igazolására. J.Bardeen és W.H.
Brattain a félvezető kristályra támaszkodó tükontaktus környezetében vizsgál-
ták az elektromos feszültség eloszlását egy, a kristálvra helyezett további tú-
kontaktus segitségével. Erre a türe kompenzáló feszültséget kapcsoltak, hogy
a kristály felületén kialakult elektromos teret a vizsgálótú árama ne zavarja
meg. Ekkor azt tapasztalták, hogy a záróirányba előfeszitett vizsgálótün áram
folyik, ha azt a nyitóirányu dióda érintkezője közelében helyezik a kristályra.
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